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１．概要（Summary）： 
比較的大きいバンドギャップを有する半導体であ

り、低オフ電流を期待しての電界効果トランジスタへ

の応用を中心に研究がなされている遷移金属ダイカ

ルコゲナイド（TX2）２次元機能性原子薄膜について、

重要なトランジスタ形成プロセスの１つである、デバ

イス領域の限定（素子分離）プロセス手法を確立する

ために、代表的な TX2半導体である MoS2と保護レジ

ストに対する Ar プラズマエッチングプロセスについ

て、エッチレートや保護耐性の検討を行った。 
 

２．実験（Experimental）： 
【利用した主な装置】 
・マスクアライナー 
・電子ビーム描画装置 
・12 連電子銃型蒸着装置 
・全自動スパッタ装置 
・多目的ドライエッチング装置(CCP-RIE) 
・自動スクライバー 
【実験方法】 

スコッチテープ劈開法によって 90 nmt-SiO2/Si 基
板上に転写した数層MoS2フレークを試料として使用

した。Ar プラズマ処理は、容量結合型反応性イオン

エッチング(CCP-RIE)および誘導結合型反応性イオ

ンエッチング(ICP-RIE)の２方法について実施した。

Ar プラズマエッティング処理後の MoS2フレーク層

数の見積もりや表面形状等の評価は、産総研のラマン

分光装置および原子間力顕微鏡等を用いて行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 
 保護レジスト材料として 3 種類を検討したが、反応

性の高い ICP-RIE プロセスにおいては、MoS2等との

濡れ性の悪い ZEP 系のレジストのみがエッチング耐

性を満足することが判明した。CCP-RIE プロセスに

おいては、汎用的な PMMA レジストも保護レジスト

して問題なく用いることが可能であり、Ar flow=100 
sccm、Pressure=10 Pa、RF=50 W の条件において、

およそ 1.5 層（half unit）/分のレートで MoS2のエッ

チングも制御性良く実現することができた。 
 
４．その他・特記事項（Others）： 
平成 26 年度以降、本課題にて検討を行った

CCP-RIE プロセスによる素子分離を実施した２次元

機能性原子薄膜チャネルを用いたバックゲート型お

よびトップゲート型電界効果トランジスタの作製・特

性評価を進める予定である。 
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